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Diplomova prace ,,Charakterizace tenkych oxidovych vrstev sestava z teoretické a praktické casti. Cilem
teoretické Casti bylo sezndmeni s riistem tenkych oxidovych vrstev riiznymi metodami a jejich vzajemné
srovnani 1 seznameni s moznostmi charakterizace tenkych oxidovych vrstev. V praktické ¢asti bylo ukolem
pripravit tenké oxidové vrstvy metodou ALD, charakterizovat je vybranymi metodami, urcit permitivitu
pripraveného materialu a pfipravit kondenzator s tenkou oxidovou dielektrickou vrstvou.

Teoreticka ¢ast prace byla zvladnuta kvalitné a splnéna podle zadani. Diplomant se seznamil
s riznymi depozi¢nimi technikami a velmi hezky je popsal formou reserse s fadou odkazii na literaturu.
Reserse je dobie logicky ¢lenéna. VSimnul si i nesrovnalosti v pouzivané terminologii (rizné chapani pojmu
monovrstva u epitaxnich technologii a u ALD). Zaujalo me¢ pomérné komplikované vysvétleni prihlednosti
oxidovych vrstev pomoci zvyseni efektivni hmoty elektrontl interakci s polarony, ale domnivam se, Ze toto
vysvétleni neni obecné pouzitelné pro vSechny oxidové materialy, je vhodné pro oxidy s vysokou vodivosti.
V praxi je Casto potieba ovéfit slozeni vrstev. V praci mi ale trochu chybéla alesponn zminka o jinych
technikach, neZ je Ramanova spektroskopie (napt. EDX, SIMS...)

V praktické casti diplomové prace ocenuji zvladnuti technologie ALD pro ptipravu ZnO vrstev,
které byly na dané ALD aparatufe pfipravovany poprvé v ramci této diplomové prace. Diplomant velmi
dobte zvladl také fotolitografickou techniku ptipravy kontaktt pozadované geometrie, coz bylo nutné pro
CV méfeni. Vrstvy pak byly nasledné charakterizovany pomoci Ramanovy spektroskopie, pomoci AFM
byla provedena evaluace morfologie povrchu a koncentrace nosicli naboje ve vrstvé byla odhadnuta na
zakladé¢ CV méfeni. Vzhledem k tomu, Ze jednim z ukol diplomové prace byla piiprava kondenzatoru,
nebyl podle mého nazoru zcela vhodné zvolen oxidovy material ZnO, ktery miva n-typovou vodivost a bylo
by velmi tézké pripravit jej jako izola¢ni vrstvu. Vzhledem k tomu, ze pfipravené ZnO vrstvy mély vysokou
n-typovou koncentraci, skutecné nemohl byt kondenzator pfipraven. Myslim, Ze relativni permitivita mohla
byt odhadnuta pomoci elipsometrického méfeni. U simulaci pomoci softwaru Silvaco TCAD mé prekvapily
prabehy koncentrace naboje (a tim i pasové struktury) pro kladné napéti na povrchu vzorku. Nerozumim
tomu, pro¢ software nesimuloval zvyseni hustoty elektronti smérem k povrchu pfi prilozeni kladného napéti.
CV meéfeni toto zvySeni hustoty elektronti k povrchu potvrdilo.

Po formalni strance je prace dobie ¢lenéna, obrazky jsou srozumitelné a Citelné s vyjimkou AFM
vysledkil se $patné Citelnymi osami. Po jazykové strance by prace potfebovala jesté korekturu, zvlasté u
interpunkce, na né¢kolika mistech byl pouzit neexistujici termin ,,difundace* misto ,,difuze* nebo slengovy
vyraz ,,métak®. Pouzité zdroje byly citovany, ale forma citaci byla pro mé neobvykla.

Vzhledem k tomu, Ze nekterych cil diplomové prace nebylo dosazeno, avSak s pfihlédnutim
k dobré kvalité teoretické casti hodnotim prdci jako celek stupném C.

V ramci obhajoby bych se rada diplomanta zeptala na nasledujici dotazy:

1) Jak by vysvétlil, Ze nejen oxidové vrstvy, ale také jiné polovodivé materialy (napt. SiC, GaN,
diamant, ZnO) jsou prihledné na rozdil od jinych polovodic¢a (napft Si, GaAs...)
2) Proc byl jako potencialni izola¢ni dielektricky material do kondenzatord zvolen pravé ZnO?
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